
科研工作
研究方向：

宽禁带半导体GaN材料与芯片（探测器 、微波射频器件 、LED）                    

主要业绩:

聚焦于宽禁带半导体GaN材料与芯片研究。在Adv. Mater.、Adv. 
Funct. Mater. 、IEEE EDL等杂志上发表第一/通讯作者SCI论文
50余篇；被诺贝尔奖物理学奖得主Amano和Nakamura教授等他
引3000余次；以第一发明人授权中国、美国 、澳大利亚、新加坡、
日本等国内外发明专利20余件，申请PCT专利10余件；被国际材
料领域著名杂志Materials View China、国际半导体领域著名杂志
Semiconductor Today等专题报道10余次；获中国有色金属工业
科学技术一等奖（2024，第一完成人）、广东专利优秀奖（2022，
第二完成人）、广东省技术发明一等奖（2019，第二完成人）等
科研奖励

研究资助:

主持国家自然科学基金面上及青年项目、国家重点研发计划课题  
任务、国防科技创新特区项目、装备预研教育部联合基金青年人才
项目、装备预研领域基金快速扶持项目等科研项目10余项

王文樑   教授、博士生导师

国家级青年人才、中国科协青年人才托举、广东省杰青、香江学者

团队与牛津大学、剑桥大学、普渡大学、新加坡国立大学、香港
科技大学、清华大学、 中科院半导体所等国内外团队开展合作

课题组毕业生深造于美国、德国、新加坡等知名高校， 或就业
于985高校、华为及中兴等大型企业
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学术型博士：材料科学与工程（电子材料与器件）
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教育与工作经历

2007-2011，福州大学 ，学士
2011-2016，华南理工大学，博士
2016-2018，华南理工大学 ，师资博士后
2019-2021，香港科技大学，香江学者
 2018-至今，华南理工大学，副研究员、副教授、教授
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